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Magnetron Sputtering

 Para falarmos sobre Magnetron, é necessário 

compreender o processo de deposição de filmes 

por Sputtering



Sputtering

 Sputtering ou pulverização catódica

 DEFINIÇÃO: É um fenômeno onde átomos ou 

moléculas da superfície de um solido são arrancadas 

por partículas incidentes que colidem com esse sólido

 FUNCIONAMENTO: Quando ocorre a colisão, a energia 

é transferida para átomos da superfície do sólido 

fazendo com que se movam para posições 

adjacentes, empurrando outros átomos gerando um 

efeito cascata, O efeito sputtering ocorre quando um 

desses átomos ejeta da superfície em forma de gás



Sputtering

 Sputtering ou pulverização catódica

 REQUISITOS:

 ENERGIA DA PARTÍCULA: A partícula incidente deve 
apresentar energia cinética maior ou igual do que a 
energia de ligação dos átomos da superfícice. 

 O TAMANHO DA PARTÍCULA: O tamanho ideal é que seja o 
tamanho de um átomo, pois partículas Grandes acabam 
retirando aglomerados. Pequenas demais, não possuem a 
secção transversal suficiente para deslocar os átomos do 
sólido.

 GÁS Argônio é o gás mais indicado, pois ajuda a obter o 
gás do solido de forma mais pura.



Sputtering

 Sputtering ou pulverização catódica

 VANTAGENS:

 Boa Aderência

 Possibilita controle de crescimento

 CARACTERÍSTICAS:

 Retira átomos de um alvo e os deposita em um substrato

 Processo no vácuo com gases em baixa pressão

 A evacuação da câmara é importante, pois a maioria dos átomos ejetados, 
chegam no substrato.

 O plasma formado por íons do gás de trabalho e elétrons, estabelece uma 
descarga elétrica entre o substrato(ânodo) e o alvo.

 A ionização ocorre por colisões eventuais de elétrons e átomos de argônio

 O choque entre 

 Ínos e o alvo ejetam átomos em direções aleatórias s parte desses átomos 
chegam ao substrato.



Sputtering

 Sputtering ou pulverização catódica

 CARACTERÍSTICAS:

 O plasma torna-se autossustentável dependendo da corrente aplicada: 
pois elétrons secundários ejetados do choque com o alvo completam o 
plasma 

 RENDIMENTO: (sputtering yield), depende do material do alvo, 

devido a valores de energia, depende do material do alvo, 

depende da temperatura e da pressãoi



Sputtering com DC

 Sputtering com DC ou diodo

 Indicado para materiais condutores.

 Caso se utilizem materiais Isolantes  ou semicondutores, o 

acumulo de carga positiva na superfície do alvo extinguem o 

plasma.



Sputtering por RF

 Sputtering por RF

 Indicado para materiais não condutores ou de baixa 

condutividade.

 É aplicado um sinal alternado de Rádio Frequência com uma 

abrangência de frequência de 5 a 30 MHz, sendo que 13,56 MHz 

é a mais utilizada.

 PROCESSO: quando o potencial é aplicado, o s íons positivos são 

atraídos pelo alvo, carregando-o positivamente durante a 

alternância positiva da fonte, elétrons são atraídos à superfície do 

alvo descarregando o mesmo. Devido a constante descarga dos 

elétrons o alvo volta a assumir o papel de cátodo durante a 

maior parte do processo.

 Permite trabalhar com vários tipos de alvos.



Magnetreon Sputtering

 Magnetron Sputtering

 OBJETIVO: Otimizar o processo, diminuir a radiação e o 

aquecimento do sistema.

 FUNCIONAMENTO: Um campo magnético é aplicado na direção 

perpendicular à tensão aplicada no alvo. O produto vetorial 

entre o campo magnético e o elétrico , no processo, produz um 

confinamento de elétrons secundários em uma região próxima ao 

alvo.

 Isso aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre os 

elétrons e os átomos do gás que aumenta o grau de ionização 

que torna plasma mais denso.

 Permite a diminuição da pressão, do gás
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